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У даній роботі досліджено вплив 30 кеВ-протонів з флюенсом 1013 
см-2 на гетероструктуру (ГС)  p-GaSe–n-InSe, виготовлену методом 
прямого оптичного контакту шаруватих кристалів. Останні характери-
зувалися наступними значеннями s||C: (1¸5)·10-2 Ом-1×см-1 (n-InSe) та 
(6¸8)·10-3 Ом-1×см-1 (р-GaSe). ГС володіла параметрами: коефіцієнтом 
неідеальності ВАХ n=1,7, коефіцієнтом випрямлення К=2×102, напру-
гою холостого ходу Uхх=0,62 В, струмом короткого замикання Jкз=2 
мА/см2, монохроматичними струмовою і вольтовою чутливостями 
SI=0,13  А/Вт і SU=2,4×103 В/Вт, відповідно. Для опромінених зразків 
зростання рекомбінаційної компоненти в струмові збільшувало n на 
0,1. Спостерігався незначний спад величин Uхх (2 %), Jкз (13 %), SI (8 
%) та SU (4 %). Для ГС (вихідної та опроміненої) при hn=1,25 еВ зафі-
ксовано екситонний пік в InSe та тонку структуру спектра: мінімум 
при енергії фотонів, яка відповідає поглинанню екситона в GaSe. Мак-
симум фоточутливості ГС (lмакс =0,64 мкм) з опроміненням не зміщу-
вався. При протонному опроміненні фотовідгук при hn>2,0 еВ змен-
шується, що приводить до незначного звуження області спектральної 
чутливості (з 0,38¸1,01 до 0,35¸1,01 мкм). У цілому, для флюенса 1013 
спектральний контур зберігає всі деталі. Встановлено, що протонне 
опромінення у більшій мірі позначається на параметрах традиційних 
кремнієвих фотоперетворювачів, ніж на ГС GaSe–InSe. Величини SI, 
SU, Uхх та Jкз тестового сонячного елемента ITO–SiO2–n-Si зменшува-
лися на 15, 94, 35 та 38 %, відповідно. Зроблена інтерпретація проце-
сів, що відбуваються при протонному опроміненні об’єктів, дослідже-
них у даній роботі. 
